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1.はじめに 

面発光レーザ VCSELを用いたビーム掃引デバ
イスはセンサや自動車の自動運転システムに利
用される LiDAR システムなどへの応用が期待さ
れている．先行研究では， DBR導波路を用いて
波長を可変することでビーム掃引を行い，解像点
数 1000 点以上になることが確認されている[1]．
また VCSELと，DBR導波路に活性層を埋め込ん
だ VCSEL と同じ層構造を持つスローライト
SOA(Semiconductor Optical Amplifier)を集積させ
ることで出力を増幅させ，10W までのパルス出
力が実現されている[2,3]．また，表面回折格子を
装荷した VCSEL で 0.5W 以上の光出力の光偏向
器集積光源を実現している[4]．一方 DFBレーザ
において，分割電流注入による平均屈折率変化を
利用することで 2nm 以上の連続波長掃引が可能
であることが確認されている[5].本研究は，高出
力かつ高解像度な非機械式ビーム掃引デバイス
の実現を目的として，波長可変面発光レーザの試
作と評価を行った． 

2.デバイス構造と動作原理 

Fig.1 に試作したデバイスの(a)上面イメージ図
と(b)実際の表面写真を示す．従来のデバイスと
大きく異なる点は VCSEL表面に回折格子を設け
ることによってモード制御を行い，単一モードの
高出力化が可能になる点，また，電極分割とそれ
による分割電流注入による平均屈折率変化によ
って波長を連続的に掃引できる点である．これら
により，単一モードかつ電気的波長掃引可能なデ
バイスを実現する．今回は注入電流の総量を変え
ることによる熱光学効果と分割電極による平均
屈折率変化を利用して連続的な波長掃引幅を測
定した． 

3.測定結果 

Fig.2 に試作したデバイスの波長掃引幅の測定
結果を示す．素子長は 350µm であり，電極は 2

分割にしている．Fig.1 で左側の電極に流す電流
値 I1と右側の電極に流す電流値 I2を I1_I2と表す．
このとき，47mA_13mA から 50mA_100mA の範
囲で単一モード発振が可能であり，連続波長掃引
幅は 4.9nmであった． 

 また，Fig.3 に I-L/V 特性の測定結果を示す． 

横軸の電流値は 2電極に流した総電流値である． 

光出力は， Pulse 駆動で 320mW であった． 

パルス幅をさらに狭くすることでさらなる出力 

向上が見込める． 

4.まとめ 

ビーム掃引デバイス光源に表面回折格子を設
け，かつ電極を分割することにより単一モードか

つ連続波長掃引可能なデバイスの提案・試作を行
った．今回の測定により従来の VCSELより高出 

力の波長掃引レーザの実現と高解像ビーム偏向
への応用が期待できる． 
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Fig.1 (a)Schematic of the device from above and 

(b)Device image 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig.2 Measurement result of the spectra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.3 Measurement result of I-L/V characteristic 
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